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Korábbi eredmények:

I fém/szigetelő/fém vékonyréteg struktúrák ellenállása függ a
rajta átfolyt áramtól

I kapcsolás gyorsaságának vizsgálata: 10ns - ∼ms, minden
esetben instrumentális limit

I más t́ıpusok: szerves molekulák, grafén, fém/félvezető/fém,
ionos vezetők atomi méretű kontaktussal

Vizsgált rendszer:

I TaxOy , Ti/Pt és Ta/Pt elektródák között



I gyors ( 100 ps) impulzusok
⇒ hullámvezető struktúrába
ágyazás

I BE: Ti(5 nm)/Pt (20 nm),
TE: Ta(30 nm)/Pt(20nm),
TaO: sputtered a− Ta2O5

a

I két elrendezés: teszt &
memrisztor

I teszt: memrisztor helyett
fémes réteg, az elrendezés
teljeśıtményének,
jelátvitelének tesztelésére
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I ON / OFF kapcsolás
energiája: 1.9 és 5.8 pJ
(VmemImem integráljából)

I kapacitás töltődésére: 0.18
és 0.45 pJ

I ezek jelentős csökkenése
nanométeres tartományban
(?)

I SET/RESET után 0.1 V-ig
sweep: ellenállás-változás
ellenőrzése



Eredmények

I reprodukálhatóság: 5 ciklus, HRS nő, még nem magyarázott,
hogy miért

I alkalmazott feszültség a kapcsolhatóság határán: kb. 1 V-al
kisebb H→L-nél LRS duplázódik, L→H kapcsolásra egy
impulzus nem elég

I kapcsolási sebesség: instrumentális limit, a jelgenerátor
korlátja, nem a hullámvezető struktúráé, nem a memrisztoré
(SET: 105 ps, RESET: 120 ps)

I minta szerkezetének vizsgálata2: röntgendiffrakció
kapcsolás után inhomogenitások figyelhetőek meg a kezdetben
homogén anyagban
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Eredmények
I minta szerkezetének vizsgálata2: röntgendiffrakció

kapcsolás után inhomogenitások figyelhetőek meg a kezdetben
homogén anyagban

I ? eredetileg amorf Ta2O5 szerkezetben tantálban dús
csatornák képződnek és bomlanak le, melyek átmérője < 150
nm, környezetükben az amorf szerkezet más jelleget mutat ⇒
Ta2O5 kristályosodása (nano-, polikristály), és Ta kiválása

I kristályosodás ? : a felszabaduló Joule hő miatt (> 600oC )
I a jelenség általánosabb, mint a magyarázat, de

inhomogenitások keletkezését már több cikkben is kimutatták

2Appl. Phys. Lett. 98 242114



Inhomogenitás kialakulását
mutató eredményekc:

cAdv. Matter 2009, 21, 2632-2663


